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１．概要（Summary） 

シリコンMEMS構造で 1Hz程度の極めて低い共振周

波数を実現し、振動計・地震計・重力計への応用を目指

している[1]。本デバイスはシリコンウェハとガラスウェハを

陽極接合させたのち、シリコンウェハを貫通する

Deep-RIE（シリコンの深堀加工）を実施して作成する。今

回、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点に技術代行を依

頼し、陽極接合の工程を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 基板接合装置 

【実験方法】 

あらかじめ溝を形成したホウケイ酸ガラスウェハとシリコ

ンウェハの陽極接合を実施した(Fig. 1)。ウェハサイズは 4

インチ、基板厚さはシリコンウェハが 525um、ガラスウェハ

が700mである。またガラスウェハに形成した溝の深さは

3m である。Deep-RIE 条件出し用に、溝を形成してい

ないガラスウェハとの陽極接合も実施した。陽極接合は接

合装置の標準的な条件で行った。  

 

 

Fig. 1 Schematic image of an anodic-bonded to a 

partially etched glass wafer. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

陽極接合の工程は終了し、現在 Deep-RIE の工程に

着手している。Deep-RIE 終了後の断面観察結果を見な

いと最終的な良否は判定できないが、現時点で陽極接合

に関する問題は起きていない。 
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